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低温度のドナー不純物を含むゲルマニウムにおいて、 46 kOe までの磁場中で、ゼーマンスペクト
ルを測定した。現在の実験で得られたすべてのゼーマンピークは、不純物励起状態に帰せられた。こ
の測定から、 4 po 及び 4p土 1 準位への遷移がはじめて見出された。ゲルマニウム中の18 . 2 po・
2 p 士 1. 3 p 士 1 ドナー準位の磁場依存性を、低磁場極限で正当な水素原子様波動函数、及び強磁場極
限で正当な調和振動子型波動函数を用いて計算した。さらに基底状態に対しては、 central-cel1 -co -
rrectiofl を考慮した。計算結果は2 pO. 2 p土 1. 3 P土 1 準位のゼーマンピークと比較された。その結
果、 18. 2 po のような低いエネルギー準位については、水素原子様波動函数で記述され得るが、
2p 土 1. 3 p 士 I のような高いエネルギー準位については、 10kOe 以上の磁場で、調和振動子型の波
動函数がよくその状態を近似することが明らかになった。
補償による吸収スペクトルの変化を調べた。 3 p士 1 励起線と4 p士 1 励起線が補償により消失した。
この変化は、結晶中に生じるイオン化中心の電場によるシュタルク効果で解釈できることが分った。
不純物濃度を増してゆくと吸収スペクトルがどのように変化するかを、 8 X1016cm- 3 までの濃度
域で調べた。不純物濃度の増加と共に励起線の broadening、励起吸収線ピークの低エネルギーシフト、
及びイオン化エネルギ一端の低エネルギー側で観測される broad 吸収 (background 吸収)が見出さ
れた。励起線のbroadening は隣り合ったドナー間の相互作用による励起準位のbroadening に帰せら
れた。励起線のシフトは、 ドナー電子が、 dielectric constant に及ぼすことを考慮することにより説









場のある場合の centra 1-ce 1-correc tion を行ったのも始めての試みである。つづ、いて上記のGe に
高エネルギーの電子衝撃を行ってえられる不純物の補償による内部電場の影響をしらべた。遠赤外ス
ペクトルの吸収線が高い励起準位へのものより消えて行くことを内部電場を estimate して説明した。
また不純物増加によるスペクトル線の移動を研究した。これらいくつかの新らしい知見を得て、充分
学位論文としての価値あるものと判断するつ
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